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داده ِ انبارش در ͳمغناطیس یِ ͳتراوای ِ کاربرد

یِ مقدارها با بیت، Έی ِ مختلف ِ حالت دˇ ست: ͳمغناطیدِگ از استفاده داده ِ انبارش ِ رای; ِ راه فعلَن

به ͳمغناطیس یِ حافظ̃ها که است آن روش این ِ مش΋لات از میشوند. متناظر ͳمغناطیدِگ یِ برا مختلف

یِ ͳتراوای با داده ِ انبارش جایΎزین، ِ روش Έی ِ عنوان به َند. حساس ͳبیرون یِ ͳمغناطیس یِ میدانها

استفاده با را 20 nm یِ ͳکلفت و 300 nm ِ قطر به ͳی دان̃ها روش این در اند. برده کار به را ͳمغناطیس

متناظر ͳتراوای ِ حالت دˇ این می΋نند. جابِجا تراوایͳ-یِ-کم و تراوایͳ-یِ-زیاد یِ ِحالتها بین لیزر از

نیست. حساس ͳبیرون یِ میدانها به شده ساخته به ترتیب این به که ای حافظه .[1] َند بیت ِ حالت دˇ با

نیست. حساس هم ͳکیهان یِ پرتˇ به حافظه این
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